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1. はじめに 

テクスチャ構造を持つ結晶 Si 表面のパッシ

ベーションは、太陽電池の高効率化には必須の

技術である。我々は、触媒化学気相堆積

(Cat-CVD)法で形成したSiNx膜をパッシベーシ

ョン膜として利用する検討[1]を行っており、

Si 表面は NH3ガスの触媒分解種に曝されるの

で NH3 系ラジカル処理のパッシベーション性

能への影響を把握することは重要である。これ

まで我々は、ラジカル処理時の基板温度ごとの

ラジカル処理時間依存性[2]、触媒体温度、ガ

ス流量、圧力依存性[3]について調査を行って

きたが、高い触媒体温度では窒化による影響で

良質なパッシベーション性能を得るには後処

理が必要であった。今回は、ラジカル処理時の

触媒体温度を下げ、後処理を必要としない場合

の調査を行ったので報告する。 

 

2. 実験方法 

2 cm角に劈開した n型結晶 Siウェハを基板

にアルカリ溶液によりテクスチャ構造を形成

後、RCA 洗浄を行った。NH3 系ラジカル処理

の有機物除去の効果について検討するため、

SC2洗浄のみ行った試料も作製した。Cat-CVD

装置に NH3を導入し、W 触媒体での触媒分解

で生成したラジカルに結晶 Si 基板を曝露した。

ラジカル処理時の基板温度(Ts) 300 °C と触媒

体温度(Tcat) 900 °C、処理時間 0–300 s、ガス流

量 0–150 sccm、圧力 0.3–60 Paの範囲で変化さ

せた。ラジカル処理後の Si 表面の状態を接触

角と反射率スペクトルで評価した。また、Si

基板両面へのラジカル処理後に、Ts 100 °C、Tcat 

1800 °C で SiH4流量 6.5 sccm、NH3流量 150 

sccm の条件で、SiNx膜を 100 nm 成膜した。

N2雰囲気、350 °C で 30 min の熱処理後[1]、

µ-PCD 法により少数キャリア寿命(τeff)を測定

することでパッシベーション性能を評価した。 

 

3. 実験結果および考察 

Fig. 1に、ラジカル処理時間と effの関係を示

す。処理時間増加とともに eff が低下する傾向

が見られた。これは、NH3ガスを導入すること

により触媒分解で生成された水素ラジカルに

よるエッチング[4]であると思われる。 

Fig. 2にラジカル処理時間と水滴の接触角の

関係を示す。処理時間増加とともに接触角がほ

ぼ一定である傾向が見られた。この結果より、

窒化が起きていないことが示唆される。これら

の結果から Fig. 1に示すτeffの低下は、水素ラ

ジカルによるエッチングが影響していること

がわかる。 

Fig. 1. τeff as a function of radical treatment 

duration. 

Fig. 2. Contact angle as a function of radical 

treatment duration. 

4. 結論 

 NH3系ラジカルに Si 表面を曝露する際、適

切な処理条件の選定が必要である。 
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